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1. Exercice 1 : A partir des courbes ci-dessous, déterminer le type de semiconducteur (n ou p), les dopages ND 

et NA, le gap du semiconducteur et la position du niveau énergétique dopant. Expliquer votre calcul. On 

rappelle que   dans le domaine intrinsèque exp( )
2
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− = , et que dans le domaine 
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= − avec  = ou 2. On donne 1eV=1,6x10-19 

J et k=1,38x10-23 JK-1. 
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Exercice 2 :  

1. Dessiner la structure des bandes d’énergie d’une jonction pn non polarisée. On fera apparaitre tous 
les niveaux d’énergie ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dessiner la structure des bandes d’énergie d’une jonction pn polarisée en direct par une tension V 
supérieure à Vbi. On met le coté n à la masse et on applique une tension positive sur le côté P 

 
 
 
 

 
 
 
 

3. Quel est le comportement électrique de cette diode ainsi polarisée comme expliquée à la question 
2 ? 
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Exercice 3 : on considère, à 300K, une plaquette de silicium (col IV) intrinsèque de 250 µm d’épaisseur. On 
rappelle que la densité d’atomes, les mobilités des porteurs de charges (électrons et trous) et la résistivité 
du silicium intrinsèque à la température ambiante sont respectivement : N=5x1022 cm-3, µn=1200 cm²/V/s, 

µp=300 cm²/V/s, intrinsèque =4x105 cm. e=1.6x10-19 C 
1. Calculer la densité intrinsèque de porteurs ni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La plaquette est maintenant dopée de manière uniforme avec de l’antimoine (col V) dans la 
proportion d’un atome d’antimoine pour 5x105 atomes de Silicium. 

a. Calculer la densité d’électrons n et de trous p 
 
 
 
 
 

b. Calculer la résistivité  de la plaquette 
 
 
 
 
 
 

3. La plaquette précédente est dopée une deuxième fois sur une profondeur de 20 µm avec de 
l’Indium (col III) dans la proportion d’un atome d’Indium pour 4x105 atomes de Silicium. 

a. Calculer la densité d’électrons n et de trous p de cette nouvelle région 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Calculer la résistivité  de cette nouvelle région 
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Exercice 4: Des mesures capacitives (F/cm² !!) sont réalisées sur une diode Silicium N+PP+ de section Unité, 

A=1 ! on donne =10-12 F/cm 

 
1. Donner l’expression de 1/C²= f(V) d’une diode polarisée en inverse 

 
 
 
 
 

2. Calculer le dopage et la largeur de la région P 

 
 
 
 
 
 
Exercice 5 :  Une diode P+N longue doit avoir une tension de claquage de 120 V et un courant direct de 2 

mA à V=0,65V. On donne p=0.1 µs, =10-12 F/cm, µp=430cm²/V/s et  ni=1.5x1010 cm-3. Le champ critique 
EC est égal à 3.7x105 V/cm. kT=26 meV 
 

1. Déterminer le dopage et la section de la diode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Attention : la diode ne doit pas claquer par perçage ! Quelle précaution doit-on prendre ? On 
pourra négliger Vbi. 


